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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@ Nichtlinearer spannungs- oder temperaturabhangiger elektrischer Widerstand in Chip-Bauform 

(§) Ein quaderf ormiger, aus etner Vielzahl von Schichten (1, 2, 1K ,,,,, C 5 Tl 

3, 4, 5) aus elektrisch aktivem Keramikmaterial gesinterter 
monoiithischer Korper, bei dem an zwei gegenuberliegenden 
Seitenflachen (12, 13) des Korpers eine Metallisierung (15, 
16) galvantsch aufgetragen ist, wobei die Keramikschichten 
(1, 2. 3, 4, 5) als Innenelektroden die gegenuberliegenden 
Metallisierungen (14, 15. 16) verbinden, die ihrerseits zum 
Verfoten des Chips mit Kontaktstellen einer gedruckten 
Schaltung vorgesehen sind, ist mit einer vielzahl von 
galvanikvertraglichen Isolationsschichten (6, 7, 8, 9, 10, 11) 
versehen, zwischen denen die Keramikschichten (1 , 2, 3, 4, 5) 
angeordnet sind, wobei die Keramikschichten (1, 2, 3, 4, 5) 
durch Bedrucken (Siebdruck) auf die Isolationsschichten (6, 
7, 8, 9. 10, 11) aufgetragen sind. 
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Beschreibung c) wobei die Keramikschichten als Innenelektroden 

. ... . , die gegenuberliegenden Metallisierungen verbin- 

N Die Erfindung betnfft emen nichtlmearen Spannungs- den, die ihrerseits zum Verldten des Chips mit Kon- 

oder temperaturabhangigen lektrischen Widerstand, taktstellen einer gedruckten Schaltung vorgesehen 

msbesondere einen HeiBleiter, in Chip-Bauform. s sind, 

In den letzten Jahren sind zunehmend Versuche be- d) mit einer Vielzahl von galvanikvertraglichen Iso- 

kannt geworden, die bei der Herstellung von kerami- lationsschichten zwischen denen die Keramik- 

schen Vielschichtkondensatoren seit langem bekannte schichten angeordnet sind 

und bewahrte Vielschicht(VS)-Technologie auch auf e) wobei die Keramiksch'ichten durch Bedrucken 

nichtlineare keramische Widerstande zu (ibertragen. io (Siebdruck) auf die Isolationsschichten aufgetragen 

Bisher sind Vanstoren in VS-Technologie (EP-PS sind 
01 89 087) und PTC-Thermistoren, also Kaltleiter. in ei- 

^ r C£ a ^! n ? eltCn V *™ nte , der VS-Technik (US-PS Durch den erfindungsgemaBen Aufbau wird eine 

47 66 409) bekannt, mcht jedoch HeiBleiter. Nach wie neue Variante von keramischen VS-Bauelementen ge- 

vor am i meisten verbreitet sind keramische Kondensato- 15 schaffen, die die Vorteile der VS-Technik mit einem 

ren in konventioneller VS-Technik, bei denen der Kon- Schutz der empfindlichen Keramikschichten verbindet 

densator aus diinnen Schichten elektrischen Keramik- Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteran- 

matenals mit dazwischenliegenden Edelmetallelektro- sprtichen gekennzeichnet 

den aufgebaut ist Die Edelmetallelektroden sind alter- Die Vorteile des Gegenstandes der Erfindung werden 

nierend von Schicht zu Schicht zu gegenuberliegenden *> anhand des folgenden Ausfuhningsbcispiels naher er- 

Seitenflachen des quaderformigen Kondensatorkdrpers iSutert 

gdta ^^!f mh e ' ne ^ j , ewei, 5 dort an « ebra chten lotba- Die dazugehorige einzige Rgur zeigt schematisch 

ren Metalhsierung elektnsch leitend miteinander ver- und im Schnitt einen erfindungsgemaBen NTC-Thermi- 

bunden. Die Edelmetallelektroden werden bei dieser stor. 

Variante der VS-Technik vor dem SinterprozeB mittels 25 In der Fig. ist ein aus mehreren (bis etwa 50) Kera- 

Siebdruck auf die dunnen Keramikschichten aufge- mikschichten 1.2, 3, 4 und 5 auf gebauter HeiBleiter dar- 

n . • L , gestellt Die Keramikschichten 1 bis 5 sind zwischen 

Derartige keramische VS-Kondensatoren werden Isolationsschichten 6 bis 1 1 eingebettet, wobei insbeson- 

haufig mit einer Einbrennmetallisierung versehen. Diese dere auch die unterste 1 und oberste 5 Keramikschicht 

besteht typischerweise :aus Silber- und/oder Palladium- 30 von den Isolationsschichten 6 und 11 abgedeckt sind 

pulver. speziellen Glasflussen und organischen Zusatzen Die gegenuberliegenden Seitenfllchen 12 und 13 sind 

und kann im Siebdruck-, Tauch- oder Spritzverfahren jeweils mit einer Grundmetallisierung 14 und einer dar- 

auf die keramischen Bauelemente aufgebracht werden. fiberliegenden aus den Schichten 15 und 16 bestehenden 

Es hat sich herausgestellt (vgl. K. Oitzl, "Keramische Metallisierung bedeckt 

Vielschichtkondensatoren mit ablegierbestandigen Lot- 35 Die Herstellung des in der Fig. dargestellten erfin- 

t" C ?T p °^ nts }\ J) 98 . 3 ) Heft 5 - Sei,e dungsgemaBen HeiBleiters erfolgt, indem zunachst auf 

1 91 bis 1931 daB im Hinblick auf Ablegierbestandigkeit eine einzelne ca. 1 0 - 50 urn dicke Isolationsschicht mit- 

und Lotbarkeit ein Aufbau der Metallisierung aus einer tels der an sich bekannten Siebdrucktechnik eine etwa 2 

als Diffusionssperre wirkenden, galvanisch aufgebrach- bis 7 urn dicke Schicht aus HeiBleiterkeramik aufge- 

tenNickelschichtundemerdaruberaufdiegleicheWei- 40 bracht wird. Danach wird eine beliebige Anzahl be- 

se aufgebrachten Ldtschicht aus Zinn optimal ist druckter Isolationsschichten ubereinander gestapelt 

/L o?" ch *x' n f na,0 * er Weise einen NTC-Thermi- verpreBt und den iiblichen Hochtemperaturprozessen 

stor (HeiBleiter) in konventioneller VS-Technik mit gal- unterworfen. 

vanisierten Lotflachen zu konstruieren, ffihrt nicht zum Um eine unerwQnschte Diffusion aus den im wesentli- 

Erfolg. Der Hauptgrund hierfur besteht darin, daB der 45 chen Manganoxid enthaltenden Keramikschichten in 

technische GalvanisierungsprozeB ein Einuuchen des die Isolationsschichten wahrend des Sinterns zu vermei- 

Themistorkorpers m verschiedene Bader (z. B. Reini- den. ist es zweckmaBig, daB Keramikschicht und Isola- 

gungs- und Spulbad) mit sich bnngt, die ein chemisch tionsschicht chemisch kompatibel sind. Als besonders 

satires Milieu aufweisen. Wie sich gezeigt hat, ist speziell vorteilhaft haben sich aus A10 2 -Pulver aufgebaute Iso- 

HeiBleiterkeramik zu saureempfindlich. um mit den 50 lationsschichten erwiesen, bei denen es, anders als bei 

technisch ublichen Verfahren galvanisiert zu werden. den bei Keramikkondensatoren iiblichen dielektrischen 

Der vorhegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe Isolationsschichten. nicht zu einer Diffusion von Mang- 

zugrunde. einen verbesserten mchtlinearen spannungs- anatomen in das Isolatormaterial hinein kommt Dieses 

oder temperaturabhangigen elektrischen Widerstand, Isolationsmaterial ist gegenUber dem Keramikmaterial 
msbesondere emen HeiBleiter, in Chip-Bauform anzu- 55 chemisch weitgehend inert 

geben, der einfach aufgebaut und vereinfacht herstell- Da bei dem erfindungsgemaBen Aufbau die Keramik- 

banst und der gute Lotbarkeitseigenschaften hat schichten nur geschuut im Inneren des Chip-K6rpers 

Zur Ldsung dieser Aufgabe besitzt ein erfindungsge- als Innenelektrode zwischen den fur die Kontaktierung 

maBer nichUmearer spannungs-oder temperaturabhan- vorgesehen n Metallisierungen 14, 15 und 16 verlaufen 
giger elektrischer Widerstand der eingangs genannten eo kdnnen die Seitennachen 12 und 13 galvanisiert werden! 

ArtdieMerkmale: ohhe die saureempfindliche Keramik zu beschadigen. 

. . a mi" . . a vorausgesetzt. die Isolationsschichten selbst halten den 

a) ein quaderformiger. aus einer Vielzahl von physikalischen und chemischen Bedingungen beim Gal- 
Scluchten aus elektnsch aktivem Keramikmaterial vanisieren stand. 

gesintertermonolithischerKdrper, « Als gunstig for den Bauelementeanwender hat sich 

b) bei dem an zwei gegenuberliegenden Seitenfla- eine Metallisierung herausgestellt, bei der eine erste 
chen des Koroers ein Metallisierune ealvanisch Schicht 15 aus Nickel, die dicht und norenfrei isL und 
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galvanisch aufgetragen ist Zuvor wird erne an sich be- 
kannte Grundmeiallisierung 14 aufgetragen, die aus ei- 
nem modifizierten Einbrennsiiberpraparat besteht Der 
allgemeine Vorteil derartiger galvanisierter Lotflachen 
gegeniiber den bekannten Einbrennmetallisierungen 5 
iiegt hauptsachlich in der besseren Benetzbarkeit und 
der verbesserten Ablegierbestandigkeit Galvanisierte 
Metallisierungen vertragen langere Lotzeiten und hd- 
here Lottemperaturen. 

10 

Patentanspruche 

1. Nichtlinearer spannungs- oder temperaturab- 
hangiger elektrischer Widerstand, insbesondere 
HeiBleiter, in Chip-Bauform mit den Merkmalen: 15 

a) ein quaderformiger, aus einer Vielzahl von 
Schichten (1, 2, 3, 4, 5) aus elektrisch aktivem 
Keramikmaierial gesinterter monolithischer 
Korper, 

b) bei dem an zwei gegeniiberliegenden Sei- 20 
tenflachen (12. 13) des Korpers eine Metallisie- 
rung (15, 16) galvanisch aufgetragen ist 

c) wobei die Keramikschichten (1, 2, 3, 4, 5) als 
lnnenelektroden die gegeniiberliegenden Me- 
tallisierungen (14, 15, 16) verbinden, die ihrer- 25 
seits zum Verloten des Chips mit Kontaktstel- 
len einer gedruckten Schaltung vorgesehen 
sind, 

d) mit einer Vielzahl von galvanikvertragli- 
chen Isolationsschichten (6, 7,8,9, 10, 11) zwi- 30 
schen denen die Keramikschichten (1, 2, 3, 4, 5) 
angeordnet sind, 

e) wobei die Keramikschichten (1, 2, 3, 4, 5) 
durch Bedrucken (Siebdruck) auf die Isola- 
tionsschichten (6, 7, 8, 9, 10, 11) aufgetragen 35 
sind 

2. Nichtlinearer spannungs- oder temperaturab- 
hangiger elektrischer Widerstand, nach Anspruch 
1, dadurch gekennzeichnet, dafl die Isolations- 
schichten (6, 7, 8, 9, 10, 11) gegeniiber dem Keramik- 40 
material chemisch weitgehend inert sind. 

3. Nichtlinearer spannungs- oder temperaturab- 
hangiger elektrischer Widerstand nach Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Isolationsschich- 
ten (6, 7, 8,9. 10, 1 1) im wesentlichen AIO2 enthaltea 45 

4. Nichtlinearer spannungs- oder temperaturab- 
hangiger elektrischer Widerstand nach einem der 
Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB als 
Metallisierung eine erste Schicht (15) aus Nickel 
und dariiber eine zweite, lotbare Schicht (16), insbe- 50 
sondere aus Zinn, galvanisch aufgetragen ist. 

5. Nichtlinearer spannungs- oder temperaturab- 
hangiger elektrischer Widerstand nach Anspruch 4, 
dadurch gekennzeichnet, daB eine zusatzliche 
Grundmetallisierung (14) vorgesehen ist, die insbe- 55 
sondere als Einbrennsilberpriparat aufgetragen ist 
und daB dariiber die Nickelschicht (15) und dariiber 
die Zinnschicht (16) aufgetragen ist 
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